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※概要（Summary）： 

グラフェンを用いたナノ構造素子は, 電子線リソグ

ラフィ技術とプラズマエッチング技術を組み合わせ

ることによって作製することができるが, その特性は, 

材料の質, 基板の影響, そして試料の端の化学的性質

に大きく依存する。我々は, 試料端の影響を少なくし, 

グラフェン特有の電子構造を測定するための新しい

ナノデバイス構造を提案し, 動作実証を目指している。

今回, 基板からの散乱の影響を避けることができる架

橋型のグラフェンナノ構造素子の作製に成功した。 

 
※実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・電子ビーム描画装置 

・レーザー露光装置 

・12連電子銃型蒸着装置 

・全自動スパッタ装置 

・多目的ドライエッチング装置 

・走査電子顕微鏡 

・ワイヤーボンダー 

・自動スクライバー 

 

【実験方法】  

SiO2/Si 基板上に電極を作製し, グラフェンの光学

顕微鏡およびRaman測定後, 電子ビーム描画および, 

RIEエッチング, また真空蒸着を用いてナノ構造素子

の作製を行った。その後 BHF による SiO2 エッチン

グにより架橋したグラフェン構造を作製, 試料の SEM

観察による確認を経て, 試料基板の切り出し, 測定用 IC

チップキャリアへのボンディングを行った。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 上記, 微細加工・リフトオフプロセスにより, 架橋し

たグラフェンナノ構造素子の作製に成功した（図 1）。 

低温(T = 0.23 K)での電子輸送測定により, Dirac point近

傍における抵抗上昇などグラフェン特有のゲート電圧

依存性を観測することができた。今後, グラフェン架橋

構造素子のデバイス構造の最適化を行い, グラフェン量

子ナノデバイスの機能性向上を目指す。 
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図 1: 架橋グラフェンナノ構造素子の SEM像 


